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(57)【要約】
【課題】本発明は、画素およびこれを利用した有機発光
表示装置に関する。
【解決手段】本発明の一実施形態に係る画素は、対応す
る走査線から伝達される走査信号によって活性化し、対
応するデータ線から伝達されるデータ信号によるデータ
電圧に対応する駆動電流を生成する駆動トランジスタを
含む画素駆動部、駆動電流のうちで第１電流が流れる有
機発光ダイオード、および前記駆動電流のうちで前記第
１電流を除いた残りの第２電流が流れるバイパストラン
ジスタを含み、前記第１電流が前記有機発光ダイオード
に流れる発光期間は、前記バイパストランジスタがオフ
状態であるオフ期間を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対応する走査線から伝達される走査信号によって活性化し、対応するデータ線から伝達
されるデータ信号によるデータ電圧に対応する駆動電流を生成する駆動トランジスタを含
む画素駆動部、
　前記駆動電流のうちで第１電流が流れる有機発光ダイオード、および前記駆動電流のう
ちで前記第１電流を除いた残りの第２電流が流れるバイパストランジスタを含み、
　前記第１電流が前記有機発光ダイオードに流れる発光期間は、前記バイパストランジス
タがオフ状態であるオフ期間を含む、画素。
【請求項２】
　前記オフ期間は、前記発光期間と同じである、請求項１に記載の画素。
【請求項３】
　前記オフ期間は、前記発光期間で少なくとも前記走査信号がゲートオン電圧レベルに伝
達される期間を除いた期間である、請求項１または２に記載の画素。
【請求項４】
　前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記バイパストランジスタのゲートオフレ
ベルの電圧値を有する直流電圧供給源に連結する、請求項１乃至３の何れか一項に記載の
画素。
【請求項５】
　前記バイパストランジスタのゲート電極とソース電極は、前記駆動トランジスタと前記
有機発光ダイオードの間に共通して接続する、請求項１乃至３の何れか一項に記載の画素
。
【請求項６】
　前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記対応する走査線に対向して連結するゲ
ート線に連結し、前記ゲート線から伝達されるゲート信号は、前記バイパストランジスタ
のゲートオフレベル電圧に伝達される、請求項１乃至３の何れか一項に記載の画素。
【請求項７】
　前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記対応する走査線に連結し、
　前記オフ期間は、前記発光期間で少なくとも前記対応する走査線から伝達される走査信
号がゲートオン電圧レベルに伝達される期間を除いた期間である、請求項１乃至３の何れ
か一項に記載の画素。
【請求項８】
　前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記対応する走査線の直前の走査線に連結
し、
　前記オフ期間は、前記発光期間で少なくとも前記直前の走査線から伝達される走査信号
がゲートオン電圧レベルに伝達される期間を除いた期間である、請求項１乃至３の何れか
一項に記載の画素。
【請求項９】
　前記バイパストランジスタのドレイン電極は、パネル特性によって最適のＤＣ電圧を探
して前記ＤＣ電圧レベルを適用し、電圧値が設定された可変電圧を供給する可変電圧供給
源に連結する、請求項１乃至８の何れか一項に記載の画素。
【請求項１０】
　前記画素駆動部は、前記対応する走査線に対向して連結する発光制御線から伝達される
発光制御信号によって前記第１電流を前記有機発光ダイオードに流れるようにする少なく
とも１つの発光制御トランジスタをさらに含み、
　前記発光期間は、前記発光制御トランジスタがオン状態で維持される期間であり、前記
発光期間は、前記対応する走査線から伝達される第１走査信号が活性化する第１期間と分
離した期間である、請求項１乃至９の何れか一項に記載の画素。
【請求項１１】
　前記対応する走査線にバイパストランジスタのゲート電極が連結する、請求項１０に記
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載の画素。
【請求項１２】
　前記画素駆動部は、前記対応する走査線の直前の走査線から伝達される第２走査信号に
よって第１電圧を駆動トランジスタのゲート電極に伝達して前記駆動トランジスタのゲー
ト電極電圧を初期化させる初期化トランジスタをさらに含み、
　前記発光期間は、前記第１期間と前記第１期間よりも以前の期間であって、前記第２走
査信号が活性化する第２期間と分離した期間である、請求項１０に記載の画素。
【請求項１３】
　前記直前の走査線にバイパストランジスタのゲート電極が連結する、請求項１２に記載
の画素。
【請求項１４】
　前記第２電流の電流量は、前記バイパストランジスタのソース電極が連結した前記駆動
トランジスタと前記有機発光ダイオードの共通接続点の電圧と、前記バイパストランジス
タのドレイン電極が連結した可変電圧供給源の可変電圧間の電圧差に対応して調節される
、請求項１乃至３の何れか一項に記載の画素。
【請求項１５】
　複数の走査線に複数の走査信号を伝達する走査駆動部、
　複数のデータ線に複数のデータ信号を伝達するデータ駆動部、
　前記複数の走査線のうちで対応する走査線および前記複数のデータ線のうちで対応する
データ線にそれぞれ連結した画素を複数含み、前記複数の画素それぞれが対応するデータ
信号によって発光して映像を表示する表示部、
　前記複数の画素それぞれに第１電源電圧、第２電源電圧、および可変電圧を供給する電
源供給部、および
　前記走査駆動部、データ駆動部、および電源供給部を制御し、前記複数のデータ信号を
生成して前記データ駆動部に供給する制御部を含み、
　前記複数の画素それぞれは、
　前記対応する走査線から伝達される走査信号によって活性化し、対応するデータ線から
伝達されるデータ信号によるデータ電圧に対応する駆動電流を生成する駆動トランジスタ
、
　前記駆動電流のうちで第１電流が流れる有機発光ダイオード、および
　前記駆動電流のうちで前記第１電流を除いた残りの第２電流が流れるバイパストランジ
スタを含み、
　前記第１電流が前記有機発光ダイオードに流れる発光期間は、前記バイパストランジス
タがオフ状態であるオフ期間を含む、有機発光表示装置。
【請求項１６】
　前記オフ期間は、前記発光期間と同じ期間であるか、前記発光期間で少なくとも前記走
査信号がゲートオン電圧レベルに伝達される期間を除いた期間である、請求項１５に記載
の有機発光表示装置。
【請求項１７】
　前記電源供給部は、パネル特性によって最適のＤＣ電圧を探し、前記ＤＣ電圧レベルを
前記可変電圧の電圧レベルに適用した可変電圧を供給する、請求項１５または１６に記載
の有機発光表示装置。
【請求項１８】
　前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記バイパストランジスタのゲートオフレ
ベルの電圧値を有する直流電圧供給源に連結する、請求項１５または１６に記載の有機発
光表示装置。
【請求項１９】
　前記バイパストランジスタのゲート電極とソース電極は、前記駆動トランジスタと前記
有機発光ダイオードの間に共通して接続する、請求項１５または１６に記載の有機発光表
示装置。
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【請求項２０】
　複数のゲート線に複数のゲート信号を伝達するゲート駆動部をさらに含み、前記制御部
は、前記ゲート駆動部を制御する制御信号を生成して伝達し、
　前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記複数のゲート線のうちで対応するゲー
ト線に連結し、
　前記ゲート線から伝達されるゲート信号は、前記バイパストランジスタのゲートオフレ
ベル電圧に伝達される、請求項１５または１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項２１】
　前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記対応する走査線に連結し、
　前記オフ期間は、前記発光期間で少なくとも前記対応する走査線から伝達される走査信
号がゲートオン電圧レベルに伝達される期間を除いた期間である、請求項１５に記載の有
機発光表示装置。
【請求項２２】
　前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記対応する走査線の直前の走査線に連結
し、
　前記オフ期間は、前記発光期間で少なくとも前記直前の走査線から伝達される走査信号
がゲートオン電圧レベルに伝達される期間を除いた期間である、請求項１５に記載の有機
発光表示装置。
【請求項２３】
　複数の発光制御線に複数の発光制御信号を伝達する発光制御駆動部をさらに含み、前記
制御部は、前記発光制御駆動部を制御する制御信号を生成して伝達し、
　前記複数の画素それぞれは、前記複数の発光制御線のうちで対応する発光制御線から伝
達される発光制御信号によって前記駆動電流を前記有機発光ダイオードに流れるようにす
る少なくとも１つ以上の発光制御トランジスタをさらに含み、
　前記発光期間は、前記発光制御トランジスタがオン状態で維持される期間であり、前記
発光期間は、前記対応する走査線から伝達される第１走査信号が活性化される第１期間と
分離した期間である、請求項１５または１６に記載の有機発光表示装置。
【請求項２４】
　前記複数の画素それぞれは、前記対応する走査線の直前の走査線から伝達される第２走
査信号によって第１電圧を駆動トランジスタのゲート電極に伝達して前記駆動トランジス
タのゲート電極電圧を初期化させる初期化トランジスタをさらに含み、
　前記発光期間は、前記第１期間と前記第１期間よりも以前の期間であって、前記第２走
査信号が活性化する第２期間と分離した期間である、請求項２３に記載の有機発光表示装
置。
【請求項２５】
　前記第２電流の電流量は、前記前記駆動トランジスタと前記有機発光ダイオードの共通
接続点の電圧と前記可変電圧の間の電圧差に対応して調節される、請求項１５または１６
に記載の有機発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画素およびこれを利用した有機発光表示装置に関し、より詳細には、高解像
度の有機発光表示装置におけるコントラスト比を改善するための画素構造とこれを含む有
機発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、陰極線管（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）の短所である重量と体積を減ら
すことができる各種平板表示装置が開発されている。平板装置としては、液晶表示装置（
Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＬＣＤ）、電界放出表示装置（Ｆｉｅ
ｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＦＥＤ）、プラズマ表示パネル（Ｐｌａｓｍ
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ａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ：ＰＤＰ）、および有機発光表示装置（Ｏｒｇａｎｉｃ
　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などがある。
【０００３】
　平板表示装置のうちで有機発光表示装置は、電子と正孔の再結合によって光を発生する
有機発光ダイオード（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：Ｏ
ＬＥＤ）のような有機発光ダイオードを利用して映像を表示するものであって、速い応答
速度を有すると共に低い消費電力によって駆動し、発光効率、輝度、および視野角が優れ
ている長所があるため注目されている。
【０００４】
　一般的に、有機発光表示装置の駆動方式は、能動（Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ）型
と受動（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ）型に分けられる。
【０００５】
　受動型は、画面表示領域に陽極と陰極をマトリックス方式によって交差配列し、陽極と
陰極が交差する部位に画素を形成する方式である。
【０００６】
　これに比べ、能動型は、各画素に薄膜トランジスタを配置し、それぞれの画素を薄膜ト
ランジスタを利用して制御する。
【０００７】
　能動型の場合は、受動型に比べて寄生キャパシタンスが少なく、電力の消費量が少ない
という長所はあるが、輝度が不均一であるという短所がある。
【０００８】
　特に、高解像度構造に対する電流密度が増加し、有機発光素子の材料開発によって材料
効率が増加することにより、ブラック映像を表示するブラック電流が相対的に上昇すると
いう問題点がある。すなわち、ブラック映像を表示するための最小電流であるブラック電
流が伝達される場合、効率が改善された有機発光素子を含む画素は、前記ブラック電流に
対応するブラック輝度よりも明るい映像で表示される。これにより、画素を含むパネルの
全体表示映像におけるコントラスト比が低下するという問題がある。したがって、有機発
光素子に伝達される最小駆動電流の流れを制御し、表示画面で高いコントラスト比率を維
持できるような画素構造または表示装置に対する研究が必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、このような問題点を解決するために、ブラック輝度条件で有機発光素子に流
れる電流を制御して表示映像のコントラスト比を向上させ、向上したコントラスト比を維
持する画素回路およびこれを利用した表示装置を提供することを目的とする。
【００１０】
　特に、最小のブラック電流によって発光する有機発光素子の輝度を低めるために駆動電
流の流れを変更および制御する画素回路構造と、これを利用した有機発光表示装置の構造
を提案することを目的とする。
【００１１】
　また、本発明は、ブラック輝度によって発光する有機発光素子に必要以上の高い駆動電
流が印加されることによって誘発される有機発光素子の劣化を防ぐことによって有機発光
素子の寿命を延長させる画素構造と、これを利用した有機発光表示装置を提供することを
目的とする。
【００１２】
　本発明が目的とする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されることはなく
、言及されていないさらに他の技術的課題は、本発明の記載から当該分野における通常の
知識を有する者によって明確に理解されるはずである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
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　前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る画素は、対応する走査線から伝達
される走査信号によって活性化し、対応するデータ線から伝達されるデータ信号によるデ
ータ電圧に対応する駆動電流を生成する駆動トランジスタを含む画素駆動部、前記駆動電
流のうちで第１電流が流れる有機発光ダイオード、および前記駆動電流のうちで前記第１
電流を除いた残りの第２電流が流れるバイパストランジスタを含む。
【００１４】
　このとき、前記第１電流が前記有機発光ダイオードに流れる発光期間は、前記バイパス
トランジスタがオフ状態であるオフ期間を含む。
【００１５】
　前記オフ期間は、前記発光期間と同じであってもよい。
【００１６】
　一方、前記オフ期間は、前記発光期間で少なくとも前記走査信号がゲートオン電圧レベ
ルに伝達される期間を除いた期間であってもよい。
【００１７】
　一実施形態として、前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記バイパストランジ
スタのゲートオフレベルの電圧値を有する直流電圧供給源に連結してもよい。
【００１８】
　他の一実施形態として、前記バイパストランジスタのゲート電極とソース電極は、前記
駆動トランジスタと前記有機発光ダイオードの間に共通して接続されてもよい。
【００１９】
　他の一実施形態として、前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記対応する走査
線に対向して連結するゲート線に連結し、前記ゲート線から伝達されるゲート信号は、前
記バイパストランジスタのゲートオフレベル電圧に伝達されてもよい。
【００２０】
　他の一実施形態として、前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記対応する走査
線に連結し、前記オフ期間は、前記発光期間で少なくとも前記対応する走査線から伝達さ
れる走査信号がゲートオン電圧レベルに伝達される期間を除いた期間であってもよい。
【００２１】
　さらに他の一実施形態として、前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記対応す
る走査線の直前の走査線に連結し、前記オフ期間は、前記発光期間で少なくとも前記直前
の走査線から伝達される走査信号がゲートオン電圧レベルに伝達される期間を除いた期間
であってもよい。
【００２２】
　また、本発明において、前記バイパストランジスタのドレイン電極は、パネル特性によ
って最適のＤＣ電圧を探して前記ＤＣ電圧レベルを適用し、電圧値が設定された可変電圧
を供給する可変電圧供給源に連結されてもよい。
【００２３】
　一方、前記画素駆動部は、前記対応する走査線に対向して連結する発光制御線から伝達
される発光制御信号により、前記第１電流が前記有機発光ダイオードに流れるようにする
少なくとも１つの発光制御トランジスタをさらに含んでもよい。
【００２４】
　このとき、前記発光期間は、前記発光制御トランジスタがオン状態で維持される期間で
あり、前記発光期間は、前記対応する走査線から伝達される第１走査信号が活性化する第
１期間と分離する。
【００２５】
　また、前記対応する走査線にバイパストランジスタのゲート電極が連結してもよい。
【００２６】
　また、前記画素駆動部は、前記対応する走査線の直前の走査線から伝達される第２走査
信号により、第１電圧を駆動トランジスタのゲート電極に伝達して前記駆動トランジスタ
のゲート電極電圧を初期化させる初期化トランジスタをさらに含んでもよい。
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【００２７】
　このとき、前記発光期間は、前記第１期間と前記第１期間よりも以前の期間であって、
前記第２走査信号が活性化する第２期間と分離した期間である。
【００２８】
　また、前記直前の走査線にバイパストランジスタのゲート電極が連結してもよい。
【００２９】
　本発明において、前記第２電流の電流量は制限されないが、前記バイパストランジスタ
のソース電極が連結した前記駆動トランジスタと前記有機発光ダイオードの共通接続点の
電圧と、前記バイパストランジスタのドレイン電極が連結した可変電圧供給源の可変電圧
の間の電圧差に対応して調節されてもよい。
【００３０】
　上述した目的を達成するために、本発明の一実施形態に係る有機発光表示装置は、複数
の走査線に複数の走査信号を伝達する走査駆動部、複数のデータ線に複数のデータ信号を
伝達するデータ駆動部、前記複数の走査線のうちで対応する走査線および前記複数のデー
タ線のうちで対応するデータ線にそれぞれ連結した画素を複数含み、前記複数の画素それ
ぞれが対応するデータ信号によって発光して映像を表示する表示部、前記複数の画素それ
ぞれに第１電源電圧、第２電源電圧、および可変電圧を供給する電源供給部、および前記
走査駆動部、データ駆動部、および電源供給部を制御し、前記複数のデータ信号を生成し
て前記データ駆動部に供給する制御部を含む。
【００３１】
　前記複数の画素それぞれは、前記対応する走査線から伝達される走査信号によって活性
化し、対応するデータ線から伝達されるデータ信号によるデータ電圧に対応する駆動電流
を生成する駆動トランジスタ、前記駆動電流のうちで第１電流が流れる有機発光ダイオー
ド、および前記駆動電流のうちで前記第１電流を除いた残りの第２電流が流れるバイパス
トランジスタを含んでもよい。このとき、前記第１電流が前記有機発光ダイオードに流れ
る発光期間は、前記バイパストランジスタがオフ状態であるオフ期間を含んでもよい。
【００３２】
　前記電源供給部は、パネル特性によって最適のＤＣ電圧を探し、前記ＤＣ電圧レベルを
前記可変電圧の電圧レベルに適用した可変電圧を供給してもよい。
【００３３】
　一実施形態として、前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記バイパストランジ
スタのゲートオフレベルの電圧値を有する直流電圧供給源に連結してもよい。
【００３４】
　他の一実施形態として、前記バイパストランジスタのゲート電極とソース電極は、前記
駆動トランジスタと前記有機発光ダイオードの間に共通して接続されてもよい。
【００３５】
　本発明の有機発光表示装置は、複数のゲート線に複数のゲート信号を伝達するゲート駆
動部をさらに含んでもよい。また、前記制御部は前記ゲート駆動部を制御する制御信号を
生成して伝達し、前記バイパストランジスタのゲート電極は前記複数のゲート線のうちで
対応するゲート線に連結し、前記ゲート線から伝達されるゲート信号は前記バイパストラ
ンジスタのゲートオフレベル電圧に伝達される。
【００３６】
　また、他の実施形態として、前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記対応する
走査線に連結し、前記オフ期間は、前記発光期間で少なくとも前記対応する走査線から伝
達される走査信号がゲートオン電圧レベルに伝達される期間を除いた期間であってもよい
。
【００３７】
　さらに他の実施形態として、前記バイパストランジスタのゲート電極は、前記対応する
走査線の直前の走査線に連結し、前記オフ期間は、前記発光期間で少なくとも前記直前の
走査線から伝達される走査信号がゲートオン電圧レベルに伝達される期間を除いた期間で
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あってもよい。
【００３８】
　本発明の有機発光表示装置は、複数の発光制御線に複数の発光制御信号を伝達する発光
制御駆動部をさらに含んでもよい。このとき、前記制御部は、前記発光制御駆動部を制御
する制御信号を生成して伝達し、前記複数の画素それぞれは、前記複数の発光制御線のう
ちで対応する発光制御線から伝達される発光制御信号によって前記駆動電流を前記有機発
光ダイオードに流れるようにする少なくとも１つ以上の発光制御トランジスタをさらに含
んでもよい。
【００３９】
　前記発光期間は、前記発光制御トランジスタがオン状態で維持される期間であり、前記
発光期間は、前記対応する走査線から伝達される第１走査信号が活性化する第１期間と分
離した期間である。
【００４０】
　また、前記複数の画素それぞれは、前記対応する走査線の直前の走査線から伝達される
第２走査信号により、第１電圧を駆動トランジスタのゲート電極に伝達して前記駆動トラ
ンジスタのゲート電極電圧を初期化させる初期化トランジスタをさらに含んでもよい。こ
のとき、前記発光期間は、前記第１期間と前記第１期間よりも以前の期間であって、前記
第２走査信号が活性化される第２期間と分離した期間である。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明によれば、有機発光表示装置の映像表示時にブラック輝度で表現する条件で有機
発光素子に伝達される電流の流れを制御する画素構造を提供し、表示映像のコントラスト
比を向上させてこれを維持することにより、高品質の有機発光表示装置を提供することが
できる。
【００４２】
　また、ブラック輝度に対応する駆動電流が伝達される有機発光素子に必要以上の高い駆
動電流が印加されないように制御することによって有機発光素子の劣化を防ぐことができ
、これによって有機発光素子の寿命を延長させることができる画素およびこれを利用した
有機発光表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機発光表示装置の画素を示す概略図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る有機発光表示装置のブロック図である。
【図３】図２に示す画素の第１実施形態に係る回路図である。
【図４】図２に示す画素の第２実施形態に係る回路図である。
【図５】図２に示す画素の第３実施形態に係る回路図である。
【図６】本発明の他の一実施形態に係る有機発光表示装置のブロック図である。
【図７】図６に示す画素の第１実施形態に係る回路図である。
【図８】本発明のさらに他の一実施形態に係る有機発光表示装置のブロック図である。
【図９】図８に示す画素の第１実施形態に係る回路図である。
【図１０】図８に示す画素の第２実施形態に係る回路図である。
【図１１】図８に示す画素の第３実施形態に係る回路図である。
【図１２】図８に示す画素の第４実施形態に係る回路図である。
【図１３】図９～図１１の画素の駆動に対する信号タイミングも。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態について、本発明が属する技術分
野において通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳しく説明する。本発明は多
様に相違した形態で実現されてもよく、ここで説明する実施形態に限定されることはない
。
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【００４５】
　また、多様な実施形態において、同じ構成を有する構成要素に対しては同じ符号を使用
し、代表的に第１実施形態で説明したが、その他の実施形態では第１実施形態とは異なる
構成についてのみ説明する。
【００４６】
　本発明を明確に説明するために説明上で不必要な部分は省略し、明細書全体に渡って同
一または類似する構成要素については同一する参照符号を付与する。
【００４７】
　明細書全体において、ある部分が他の部分と「連結」しているとするとき、これは「直
接的に連結」している場合だけではなく、その中間に他の素子を間において「電気的に連
結」している場合も含む。また、ある部分がある構成要素を「含む」とするとき、これは
特に反対となる記載がない限り、他の構成要素を除くのではなく、他の構成要素をさらに
含むことを意味する。
【００４８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る有機発光表示装置の画素１を示す概略図である。
【００４９】
　図１を参照すれば、本発明の一実施形態に係る画素１は、対応する走査線４と対応する
データ線５が交差する領域に位置する。
【００５０】
　また、画素１は、第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）の供給線６に連結する画素駆動部２、第
１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）よりも低い電圧の第２電源電圧（ＥＬＶＳＳ）の供給線８にカ
ソード電極が連結した有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、および前記有機発光ダイオード
（ＯＬＥＤ）のアノード電極と画素駆動部２の間に連結したバイパス部３を含む。具体的
に、バイパス部３は、一端は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のアノード電極と画素駆動
部２の接合ノードに連結し、他端は可変電圧（Ｖｖａｒ）の供給線７に連結する。
【００５１】
　画素駆動部２は、多数のトランジスタとキャパシタで構成される。
【００５２】
　画素駆動部２は、対応する走査線４から供給を受ける走査信号（ｓｃａｎ）に応答して
活性化すれば、対応するデータ線５からデータ信号（ＤＡＴＡ）が供給される。画素駆動
部２に印加されたデータ信号（ＤＡＴＡ）は、画素駆動部２に備えられたキャパシタに電
圧の形態で格納されてもよい。格納されたデータ信号（ＤＡＴＡ）によるデータ電圧は、
対応する所定の駆動電流（Ｉｄｒ）で生成されて有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）に伝達
され、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）に伝達された発光電流（Ｉｏｌｅｄ）に対応して
発光して映像を表示する。
【００５３】
　このとき、画素駆動部２は、所定の第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）を供給する供給線６に
連結するが、第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）の供給線６を通じ、画素駆動部２には駆動電流
の発生に必要な電力が供給される。
【００５４】
　基本的な画素駆動部２の構造は、２つのトランジスタと１つのキャパシタで構成されて
もよいが（２ＴＲ１ＣＡＰ構造）、多様な画素駆動部２の回路構造は、以下の図面を参照
しながら説明する。
【００５５】
　有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）の材料特性が開発されて材料効率が向上した場合、ブ
ラック輝度条件でもブラック輝度よりもさらに高い輝度で表示されるため、本発明の一実
施形態に係る画素１は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）に流れるブラック電流のうちの
一部電流を迂回させるバイパス部３を含む。ここで、ブラック電流とは、画素１のトラン
ジスタに印加され、画素の有機発光ダイオードを最小輝度（ブラック輝度）で発光させる
のに必要な駆動電流であると定義する。
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【００５６】
　また、このようなブラック電流の一部電流を迂回させることにより、有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ）に不必要な高い電流が伝達されることを防ぐことができるため、有機発光
ダイオード（ＯＬＥＤ）の材料特性の劣化を防ぐことができる。
【００５７】
　具体的に、図１を参照しながら分かるように、本発明の一実施形態に係る画素１は、画
素駆動部２で生成される駆動電流（Ｉｄｒ）をすべて有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）の
発光電流（Ｉｏｌｅｄ）に伝達せずに、所定のバイパス電流（Ｉｂｃｂ）に分岐して迂回
して流れるようにするバイパス部３を含む構造である。
【００５８】
　バイパス部３は、バイパス電流（Ｉｂｃｂ）を迂回させるために、一フレームのうちの
一部区間によって電圧レベルが可変するように制御される可変電圧（Ｖｖａｒ）を供給す
る電源供給線７に連結する。
【００５９】
　本発明の一実施形態によれば、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）の素材開発による材料
効率が増加したり、高解像度構造に対する電流密度が増加することにより、ブラック電流
の実際の表示輝度が上昇するという問題がある。これによってコントラスト比が減少する
問題が発生するが、これを防ぐために、ブラック電流をトランジスタオフレベルの限界点
以下にさらに低めることは不可能である。これにより、図１の画素構造のように、ブラッ
ク電流に対して一部電流を迂回させて流れるようにするバイパス部３を構成する。
【００６０】
　したがって、バイパス部３を通過して迂回する一部電流、すなわち、バイパス電流（Ｉ
ｂｃｂ）は、トランジスタのオフレベル水準の電流値を有しているため、ブラック輝度を
表示する映像信号の実現に対して影響が大きく、その他に高輝度を表示する映像信号（特
に、ホワイト輝度映像信号）の実現に対してはその影響が殆どない。これにより、バイパ
ス部３に連結した可変電圧（Ｖｖａｒ）の供給源は、表示映像の１フレーム期間のうちで
も特にブラック輝度条件の区間に、バイパス電流（Ｉｂｃｂ）が迂回して流れるように電
圧レベルを調整した可変電圧（Ｖｖａｒ）を供給するようになる。
【００６１】
　画素駆動部２とバイパス部３の具体的な回路素子の構成と構造は、本発明の一実施形態
に係る有機発光表示装置の構造に対応するため、以下で多様な実施形態によって説明する
。
【００６２】
　図２は、本発明の一実施形態に係る有機発光表示装置のブロック図である。
【００６３】
　図２を参照すれば、本発明の一実施形態に係る有機発光表示装置は、複数の画素（ＰＸ
１～ＰＸｎ）を含む表示部１０、走査駆動部２０、データ駆動部３０、電源供給部４０、
および制御部５０を含む。
【００６４】
　複数の画素（ＰＸ１～ＰＸｎ）それぞれは、表示部１０に連結する複数の走査線（Ｓ１
～Ｓｎ）のうちで対応する１つの走査線、および複数のデータ線（Ｄ１～Ｄｍ）のうちで
対応する１つのデータ線にそれぞれ接続する。また、図２の表示部１０に直接示してはい
ないが、複数の画素（ＰＸ１～ＰＸｎ）それぞれには、表示部１０に連結する電源供給線
と接続して第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）、第２電源電圧（ＥＬＶＳＳ）、可変電圧（Ｖｖ
ａｒ）が供給される。
【００６５】
　第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）と第２電源電圧（ＥＬＶＳＳ）は、映像が表示される複数
のフレーム間に固定した電圧値を有する反面、可変電圧（Ｖｖａｒ）は、上述したように
、一フレームの所定の期間によって電圧レベルが異なる可変的な電圧値を有してもよい。
【００６６】
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　一例として、第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）は所定のハイレベル電圧であってもよく、第
２電源電圧（ＥＬＶＳＳ）は前記第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）よりも低い電圧であるか接
地電圧であってもよく、可変電圧（Ｖｖａｒ）は所定の期間によって前記第２電源電圧（
ＥＬＶＳＳ）と同じであるか低い電圧値に設定されてもよい。
【００６７】
　表示部１０は、大略行列形態に配列した複数の画素（ＰＸ１～ＰＸｎ）を含む。特に制
限されることはないが、複数の走査線（Ｓ１～Ｓｎ）は、前記画素の配列形態で大略行方
向に対向して伸びて互いがほぼ平行であり、複数のデータ線（Ｄ１～Ｄｍ）は、大略列方
向に延びて互いがほぼ平行である。
【００６８】
　複数の画素（ＰＸ１～ＰＸｎ）それぞれは、複数のデータ線（Ｄ１～Ｄｍ）を通じて伝
達された対応するデータ信号によって有機発光ダイオードに供給される駆動電流により、
所定輝度の光を発光する。
【００６９】
　走査駆動部２０は、複数の走査線（Ｓ１～Ｓｎ）を通じて各画素に対応する走査信号を
生成して伝達する。すなわち、走査駆動部２０は、各画素ラインに含まれている複数の画
素それぞれに対応する走査線を通じて走査信号を伝達する。
【００７０】
　走査駆動部２０は、制御部５０から走査駆動制御信号（ＳＣＳ）が伝達されて前記複数
の走査信号を生成し、各画素ラインに連結した複数の走査線（Ｓ１～Ｓｎ）に順に走査信
号を供給する。これにより、各画素ラインに含まれている複数の画素それぞれの画素駆動
部が活性化する。
【００７１】
　データ駆動部３０は、複数のデータ線（Ｄ１～Ｄｍ）を通じて各画素にデータ信号を伝
達する。
【００７２】
　データ駆動部３０は、制御部５０からデータ駆動制御信号（ＤＣＳ）が供給され、各画
素ラインに含まれている複数の画素それぞれに連結した複数のデータ線（Ｄ１～Ｄｍ）に
対応するデータ信号を供給する。
【００７３】
　制御部５０は、外部から伝達される複数の映像信号を複数の映像データ信号（ＤＡＴＡ
）に変換してデータ駆動部３０に伝達する。制御部５０には、垂直同期信号（Ｖｓｙｎｃ
）、水平同期信号（Ｈｓｙｎｃ）、およびクロック信号（ＭＣＬＫ）（図示せず）が伝達
され、前記走査駆動部２０とデータ駆動部３０の駆動を制御するための制御信号を生成し
てそれぞれに伝達する。すなわち、制御部５０は、走査駆動部２０を制御する走査駆動制
御信号（ＳＣＳ）、およびデータ駆動部３０を制御するデータ駆動制御信号（ＤＣＳ）を
それぞれ生成して伝達する。また、制御部５０は、電源供給部４０の駆動を制御するため
の電源制御信号（ＰＳＣ）を生成して電源供給部４０に伝達する。
【００７４】
　電源供給部４０は、第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）、第２電源電圧（ＥＬＶＳＳ）、可変
電圧（Ｖｖａｒ）を表示部１０の各画素に供給する。第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）、第２
電源電圧（ＥＬＶＳＳ）、および可変電圧（Ｖｖａｒ）の電圧値は特に制限されることは
ないが、前記制御部５０から伝達された電源制御信号（ＰＳＣ）の制御によって前記電圧
値が設定されたり制御されてもよい。
【００７５】
　特に、本発明の一実施形態によれば、電源供給部４０は、前記電源制御信号（ＰＳＣ）
の制御により、所定の画素でブラック電流の一部電流を有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）
側ではなく他の経路で迂回して流れるように可変電圧（Ｖｖａｒ）の電圧レベルを調整し
て供給してもよい。このとき、電源供給部４０は、パネル特性によって最適のＤＣ電圧を
探し、パネルごとに供給される可変電圧（Ｖｖａｒ）に前記ＤＣ電圧レベルを適用する。
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【００７６】
　図３～図５は、本発明の一実施形態に係る画素の回路図を示す。特に、図３～図５は、
図２に示す表示部１０の複数の画素（ＰＸ１～ＰＸｎ）のうちのｎ番目画素行およびｍ番
目画素列が定義する領域に備えられた画素（ＰＸｎ）１００に対する互いに異なる実施形
態に係る回路構造を示している。
【００７７】
　先ず、図３の画素１００－１は、２つのトランジスタ（Ｍ１、Ｍ２）と１つのキャパシ
タ（Ｃｓｔ）からなる画素駆動部１０２－１と、１つのトランジスタ（Ｍ３）からなるバ
イパス部１０３－１とで構成される。図３の画素１００－１は、表示部の複数の画素のう
ちのｎ番目画素行およびｍ番目画素列が定義する領域に備えられるため、ｎ番目走査線（
Ｓｎ）とｍ番目データ線（Ｄｍ）、および第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）、第２電源電圧（
ＥＬＶＳＳ）、および可変電圧（Ｖｖａｒ）を供給する電源供給線に連結する。
【００７８】
　図３を含んで以下の図面で説明される画素の回路図において、便宜上、回路素子のトラ
ンジスタをＰＭＯＳトランジスタで例示し、これに基づいて動作を説明する。しかし、こ
のような画素の構造と構成に必ずしも制限されることはないのは勿論である。
【００７９】
　具体的に、画素駆動部１０２－１は、駆動トランジスタ（Ｍ１）、スイッチングトラン
ジスタ（Ｍ２）、およびストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）を含む。
【００８０】
　駆動トランジスタ（Ｍ１）は、第１ノード（Ｎ１）に連結したゲート電極、第１電源電
圧（ＥＬＶＤＤ）の供給線に連結したソース電極、および第２ノード（Ｎ２）に連結した
ドレイン電極を含む。
【００８１】
　スイッチングトランジスタ（Ｍ２）は、ｎ番目走査線（Ｓｎ）に連結したゲート電極、
ｍ番目データ線（Ｄｍ）に連結したソース電極、および第１ノード（Ｎ１）に連結したド
レイン電極を含む。
【００８２】
　ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）は、第１ノード（Ｎ１）に連結した一電極と第１電源
電圧（ＥＬＶＤＤ）の供給線と駆動トランジスタ（Ｍ１）のソース電極が連結した接触ノ
ードに連結した第２電極を含む。
【００８３】
　スイッチングトランジスタ（Ｍ２）は、対応するｎ番目走査線（Ｓｎ）を通じて走査信
号（Ｓ［ｎ］）に応答してターンオンしたりターンオフする。スイッチングトランジスタ
（Ｍ２）にゲートオン電圧レベルの走査信号（ｓｃａｎ［ｎ］）が伝達されるようになれ
ば、ソース電極に連結したｍ番目データ線（Ｄｍ）を通じて第１ノード（Ｎ１）に対応す
るデータ信号（Ｄ［ｍ］）によるデータ電圧を伝達する。
【００８４】
　第１ノード（Ｎ１）に一電極が連結したストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）は、ストレー
ジキャパシタの両電極の電圧差による電圧を一定期間に格納する。したがって、第１ノー
ド（Ｎ１）に伝達されたデータ電圧と第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）の電圧差に対応する電
圧を格納する。
【００８５】
　図３を参照すれば、駆動トランジスタ（Ｍ１）のゲート電極とソース電極にそれぞれス
トレージキャパシタ（Ｃｓｔ）の両電極が連結しているため、前記ストレージキャパシタ
（Ｃｓｔ）に格納されたストレージキャパシタの両端電圧差に対応する電圧は、駆動トラ
ンジスタ（Ｍ１）のゲート－ソース間の電圧（Ｖｇｓ）に該当する。
【００８６】
　駆動トランジスタ（Ｍ１）は、走査信号（Ｓ［ｎ］）によって活性化したスイッチング
トランジスタ（Ｍ２）を通じてデータ信号によるデータ電圧が印加されれば、前記データ
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電圧に対応して格納されるゲート－ソース間電圧（Ｖｇｓ）による駆動電流（Ｉｄｒ）を
生成して有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）に伝達する。
【００８７】
　このとき、印加されるデータ信号がブラック映像信号であるブラック輝度条件下では、
駆動電流（Ｉｄｒ）としてブラック電流が伝達される場合、有機発光ダイオード（ＯＬＥ
Ｄ）はブラック輝度の予想輝度よりも高い輝度で発光して画面内の明暗比を低下させ、画
質低下を誘発することがある。これにより、これを改善するために、ブラック輝度条件下
で有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）に印加される発光電流（Ｉｏｌｅｄ）を確実に低める
必要がある。しかし、ブラック電流をトランジスタのオフレベル電圧の限界以下に低める
のは不可能であるため、本発明の一実施形態に係る画素は、図３のように、バイパス部１
０３－１をさらに備えて前記ブラック電流の一部電流を迂回させる。すなわち、図３のバ
イパス部１０３－１は、ブラック映像データ信号に対応するブラック電流の駆動電流（Ｉ
ｄｒ）がすべて有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）側に伝達されないように、ブラック電流
の一部をバイパス電流（Ｉｂｃｂ）に迂回させる。こうすることにより、有機発光ダイオ
ード（ＯＬＥＤ）に印加される発光電流（Ｉｏｌｅｄ）は駆動電流に印加されたブラック
電流よりもさらに低い電流値となり、確実にブラック輝度で発光することができる。これ
により、コントラスト比を向上させることができる。
【００８８】
　図３を参照すれば、バイパス部１０３－１は、駆動トランジスタ（Ｍ１）のドレイン電
極と有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のアノード電極が接続する第２ノード（Ｎ２）に共
に連結したゲート電極とソース電極、および可変電圧（Ｖｖａｒ）の電源供給線に連結し
たドレイン電極を含むバイパストランジスタ（Ｍ３）で構成される。
【００８９】
　このとき、可変電圧（Ｖｖａｒ）は、バイパストランジスタ（Ｍ３）のドレイン電極と
連結することにより、バイパストランジスタ（Ｍ３）のソース電極電圧とドレイン電極電
圧の間の電圧差（Ｖｄｓ）を調節するようになる。これにより、迂回させるバイパス電流
（Ｉｂｃｂ）が制御されるようになる。
【００９０】
　バイパストランジスタ（Ｍ３）のゲート電極とソース電極が１つの第２ノード（Ｎ２に
）共通して接続している構造であるため、ゲート－ソース間の電圧差は０Ｖであり、バイ
パストランジスタ（Ｍ３）は常にオフ状態となる。また、バイパストランジスタ（Ｍ３）
のドレイン電極に可変電圧（Ｖｖａｒ）供給線が連結した構造であるため、オフ状態で可
変電圧（Ｖｖａｒ）の設定電圧値によってバイパストランジスタ（Ｍ３）を通じてブラッ
ク電流から所定のバイパス電流（Ｉｂｃｂ）が流れるようになる。このとき、可変電圧（
Ｖｖａｒ）の設定電圧値は特に制限されることはないが、一例として、有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ）のカソード電極電圧値の第２電源電圧（ＥＬＶＳＳ）と同じであるか小さ
くてもよい。バイパストランジスタ（Ｍ３）が常にオフである状態において、前記可変電
圧（Ｖｖａｒ）の設定電圧値は、バイパス電流（Ｉｂｃｂ）の電流量を調節する変数とな
る。
　図３の実施形態に係る画素のバイパス部１０３－１は、バイパストランジスタ（Ｍ３）
の構造によって常にオフである状態を維持することができるため、ブラック電流だけでは
なく、ホワイト輝度を示す最大駆動電流を含む一般的な輝度の映像データ信号による映像
駆動電流が有機発光ダイオードに伝達されるときにも、バイパス電流を迂回させることが
できる。図３の画素構造において、ブラック電流が伝達されるときのバイパス電流の経路
迂回影響は大きいが、その他の輝度映像を実現する駆動電流が伝達されるときのバイパス
電流の経路迂回の影響は殆どないと見てもよい。なぜならば、該当バイパス電流の大きさ
が極めて小さいためである。したがって、図３の一実施形態に係る画素とこれを含む表示
装置は一般輝度段階の映像表示品質に影響を与えないが、低輝度段階における映像表現時
に正確に目標輝度値で表現することができ、コントラスト比を改善することができる。
【００９１】
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　　図４は、図２に示す画素（ＰＸｎ）１００に対し、前記図３とは異なる実施形態に係
る回路構造を示す回路図である。
【００９２】
　図４の実施形態に係る画素１００－２に含まれている画素駆動部１０２－２は図３と同
じであるため、その構造と動作説明は省略し、バイパス部１０３－２の構造を中心に説明
する。
【００９３】
　図４の画素１００－２のバイパス部１０３－２は、バイパストランジスタ（Ｍ３０）で
構成される。バイパストランジスタ（Ｍ３０）は、スイッチングトランジスタ（Ｍ２０）
のゲート電極が連結したｎ番目走査線（Ｓｎ）に連結したゲート電極、駆動トランジスタ
（Ｍ１０）のドレイン電極と有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のアノード電極が接続した
アノード（Ｎ２０）に連結したソース電極、および可変電圧（Ｖｖａｒ）の電源供給線に
連結したドレイン電極を含む。
【００９４】
　図４のバイパストランジスタ（Ｍ３０）は、図３とは異なり、常にオフである状態では
なく、ｎ番目走査線（Ｓｎ）を通じてゲート電極に伝達される走査信号（Ｓ［ｎ］）に応
答してターンオンしたりターンオフする。したがって、映像駆動フレーム中に画素駆動部
１０２－２を活性化させるために走査信号（Ｓ［ｎ］）がゲートオン電圧レベルに伝達さ
れるスキャン期間に、バイパストランジスタ（Ｍ３０）もターンオンする。これにより、
可変電圧（Ｖｖａｒ）の電圧レベルによってバイパス電流（Ｉｂｃｂ）がバイパストラン
ジスタ（Ｍ３０）側に迂回して流れることがある。このような場合、バイパス電流（Ｉｂ
ｃｂ）の電流量が大きくなり、映像データ信号によって対応する輝度映像によって発光す
る有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）の実際の発光電流（Ｉｏｌｅｄ）の電流量が著しく減
少するようになる。これは、画質実現に大きい悪影響を与えるため、図４の画素構造を有
する実施形態の場合、前記可変電圧（Ｖｖａｒ）は、バイパス電流（Ｉｂｃｂ）が流れな
いように、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のカソード電極電圧である第２電源電圧（Ｅ
ＬＶＳＳ）よりも高く設定されてもよい。
【００９５】
　一方、前記図４の実施形態において、走査信号（Ｓ［ｎ］）がトランジスタのゲートオ
フ電圧レベルのハイレベル電圧に伝達されてバイパストランジスタ（Ｍ３０）がターンオ
フする間に、バイパストランジスタ（Ｍ３０）のドレイン電極に連結した可変電圧（Ｖｖ
ａｒ）の設定電圧値によってバイパス電流（Ｉｂｃｂ）が迂回して流れ出ることがある。
すなわち、駆動トランジスタ（Ｍ１０）が動作せずに有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）に
発光電流（Ｉｏｅｄ）が伝達されない期間にも、微細な漏洩電流が伝達されて発光を防ぎ
、有機発光ダイオードの劣化を防ぐために、ターンオフ状態であるバイパストランジスタ
（Ｍ３０）を通じて微細電流のバイパス電流（Ｉｂｃｂ）が迂回するようになる。このと
き、可変電圧（Ｖｖａｒ）の設定電圧は所定の低い電圧であってもよく、特に制限される
ことはないが、一例として、第２電源電圧（ＥＬＶＳＳ）と同じであるか低い電圧であっ
てもよい。
【００９６】
　図５は、図２に示す画素（ＰＸｎ）１００について、前記図３および図４とは異なる実
施形態に係る回路構造を示す回路図である。
【００９７】
　図５の実施形態に係る画素１００－３に含まれている画素駆動部１０２－３は、図３お
よび図４と同じであるため、その構造と動作説明は省略し、バイパス部１０３－３の構造
を中心に説明する。
【００９８】
　図５のバイパス部１０３－３はバイパストランジスタ（Ｍ３００）で構成されるが、バ
イパストランジスタ（Ｍ３００）は、第２ノード（ＮＤ２００）に連結したソース電極と
、可変電圧供給源に連結したドレイン電極と、ＤＣ電圧供給源に連結したゲート電極を含
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む。
【００９９】
　ＤＣ電圧供給源は、バイパストランジスタ（Ｍ３００）が常にオフとなるように、バイ
パストランジスタ（Ｍ３００）のゲート電極に所定レベルの直流電圧を供給する。図５の
バイパストランジスタ（Ｍ３００）はＰＭＯＳトランジスタである場合であるため、この
とき、ＤＣ電圧は、バイパストランジスタ（Ｍ３００）を常にオフさせることができる所
定のハイレベル電圧であってもよい。例えば、バイパストランジスタ（Ｍ３００）のゲー
ト電極に印加される電圧は、第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）のようなレベルまたはそれより
も高い電圧の直流電圧であってもよい。
【０１００】
　図６は、本発明の他の一実施形態に係る有機発光表示装置のブロック図である。
【０１０１】
　図６の一実施形態に係る有機発光表示装置は、図２と同じであるため、追加された構成
部分を中心に説明する。
【０１０２】
　図２の有機発光表示装置とは異なり、図６の有機発光表示装置は、複数の画素（ＰＸ１
～ＰＸｎ）を含む表示部１０、走査駆動部２０、データ駆動部３０、電源供給部４０、お
よび制御部５０の他に、ゲート駆動部６０をさらに含む。
【０１０３】
　このとき、大略行列形態に配列した複数の画素（ＰＸ１～ＰＸｎ）を含む表示部１０に
は、ゲート駆動部６０と連結し、前記画素に大略行方向に対向し、互いがほぼ平行に伸び
ている複数のゲート線（Ｇ１～Ｇｎ）が連結している。
【０１０４】
　ゲート駆動部６０は、複数のゲート線（Ｇ１～Ｇｎ）を通じて各画素に対応するゲート
信号を生成して伝達する。ゲート駆動部６０は、各画素ラインに含まれている複数の画素
それぞれに対応するゲート線を通じてゲート信号を伝達する。このとき、複数のゲート線
（Ｇ１～Ｇｎ）を通じて各画素に伝達される複数のゲート信号は、画素それぞれに含まれ
ているバイパストランジスタをターンオフ状態で維持させるために印加されるため、一フ
レーム中にトランジスタをターンオフさせるゲートオフ電圧レベルに同時に伝達されても
よい。
【０１０５】
　これにより、前記複数のゲート信号の制御によって各画素のバイパストランジスタの動
作状態を確実にオフ状態で維持するようになり、バイパストランジスタを通じてバイパス
電流を迂回して流れるようにできる。このとき、バイパストランジスタのドレイン電極に
連結した可変電圧（Ｖｖａｒ）供給源は、可変電圧（Ｖｖａｒ）を低い電圧に設定してバ
イパス電流が迂回するように調整してもよい。
【０１０６】
　図６の実施形態において、可変電圧（Ｖｖａｒ）供給源は電源供給部４０となるが、電
源供給部４０は、第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）、第２電源電圧（ＥＬＶＳＳ）、可変電圧
（Ｖｖａｒ）を表示部１０の各画素に供給する。特に、電源供給部４０は、制御部５０か
ら伝達された電源制御信号（ＰＳＣ）の制御により、可変電圧（Ｖｖａｒ）の電圧値が低
い電圧となるように設定してもよい。一例として、可変電圧（Ｖｖａｒ）の電圧値は、第
２電源電圧（ＥＬＶＳＳ）と同じであるか低くてもよい。
【０１０７】
　また、ゲート駆動部６０は、制御部５０からゲート駆動制御信号（ＧＣＳ）の伝達を受
けて前記複数のゲート信号を生成し、各画素ラインに連結した複数のゲート線（Ｇ１～Ｇ
ｎ）にゲート信号を供給する。これにより、各画素ラインに含まれている複数の画素それ
ぞれのバイパストランジスタがターンオフ状態を維持するように制御する。
【０１０８】
　図７は、図６に示す画素２００の第１実施形態に係る回路図である。
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【０１０９】
　図７に示す画素２００も、前記図３～図５の実施形態に係る画素のように、３つのトラ
ンジスタと１つのキャパシタを含む構造である。
【０１１０】
　駆動トランジスタ（Ａ１）、スイッチングトランジスタ（Ａ２）、およびストレージキ
ャパシタ（Ｃｓｔ）を含む画素駆動部２０２は、図３～図５と同じであるため、その構造
と動作説明は省略し、バイパス部２０３の構造を中心に説明する。
【０１１１】
　図７の画素２００のバイパス部２０３は、バイパストランジスタ（Ａ３）で構成される
。バイパストランジスタ（Ａ３）は、ｎ番目ゲート線（Ｇｎ）に連結したゲート電極、駆
動トランジスタ（Ａ１）のドレイン電極と有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のアノード電
極が接続したノード（Ｑ２）に連結したソース電極、および可変電圧（Ｖｖａｒ）の電源
供給線に連結したドレイン電極を含む。
【０１１２】
　図４で説明したように、ｎ番目ゲート線（Ｇｎ）を通じて前記バイパストランジスタ（
Ａ３）のゲート電極に印加されるゲート信号（Ｇ［ｎ］）は、一フレーム期間にトランジ
スタのオフ電圧レベルのハイレベル電圧に伝達されてもよい。これにより、一フレーム期
間に前記バイパストランジスタ（Ａ３）をターンオフさせることができる。これにより、
前記バイパストランジスタ（Ａ３）のドレイン電極に印加される可変電圧（Ｖｖａｒ）は
、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のカソード電極が連結した第２電源電圧（ＥＬＶＳＳ
）よりも低い電圧に設定され、したがって、バイパストランジスタ（Ａ３）を通じてノー
ド（Ｑ２）からバイパス電流（Ｉｂｃｂ）が可変電圧供給源側に迂回して流れるようにな
る。
【０１１３】
　図８は、本発明のさらに他の一実施形態に係る有機発光表示装置のブロック図である。
【０１１４】
　図８の有機発光表示装置は、図２の実施形態に係る有機発光表示装置と大きな違いはな
いため、追加された構成部分中心に説明する。
【０１１５】
　特に、図８の実施形態に係る有機発光表示装置は、図２の有機発光表示装置とは異なり
、複数の画素（ＰＸ１～ＰＸｎ）を含む表示部１０、走査駆動部２０、データ駆動部３０
、電源供給部４０、および制御部５０の他に、発光制御駆動部７０をさらに含む。
【０１１６】
　発光制御駆動部７０は、行列形態に配列した複数の画素（ＰＸ１～ＰＸｎ）を含む表示
部１０に連結した複数の発光制御線（ＥＭ１～ＥＭｎ）に連結している。すなわち、前記
複数の画素それぞれに大略行方向に対向して互いがほぼ平行に伸びている複数の発光制御
線（ＥＭ１～ＥＭｎ）が、前記複数の画素それぞれと発光制御駆動部７０を連結する。
【０１１７】
　発光制御駆動部７０は、複数の発光制御線（ＥＭ１～ＥＭｎ）を通じて各画素に対応す
る発光制御信号を生成して伝達する。発光制御信号が伝達された各画素は、発光制御信号
の制御に応答して映像データ信号による映像を発光するように制御される。すなわち、対
応する発光制御線を通じて伝達される発光制御信号に応答して各画素に含まれている発光
制御トランジスタの動作が制御され、これに基づいて発光制御トランジスタと連結した有
機発光ダイオードは、データ信号に対応する駆動電流による輝度で発光したり発光しなか
ったりする。
【０１１８】
　図８の制御部５０は、発光制御駆動部７０に発光制御駆動部の動作を制御する発光駆動
制御信号（ＥＣＳ）を伝達する。発光制御駆動部７０は、制御部５０から発光駆動制御信
号（ＥＣＳ）が伝達されて前記複数の発光制御信号を生成する。
【０１１９】
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　一方、図８を参照すれば、表示部１０の複数の画素（ＰＸ１～ＰＸｎ）それぞれは、２
つの対応する走査線と連結している。すなわち、当該画素が含まれている画素行に対応す
る走査線と前記画素行の直前の画素行に対応する走査線に連結する。最初の画素行に含ま
れている複数の画素それぞれは、最初の走査線（Ｓ１）とダミー走査線（Ｓ０）に連結す
る。また、ｎ番目画素行に含まれている複数の画素それぞれは、該当する画素行のｎ番目
画素行に対応するｎ番目走査線（Ｓｎ）と、その直前の画素行であるｎ－１番目画素行に
対応するｎ－１番目走査線（Ｓｎ－１）に連結する。
【０１２０】
　図８の実施形態に係る本発明の有機発光表示装置は、各画素に連結した２つの走査線を
通じて該当する画素行に対応する走査信号とその直前の画素行に対応する走査信号が伝達
され、各画素で有機発光ダイオードに伝達される発光電流の一部電流をバイパスするよう
に調整する。
【０１２１】
　図９～図１２は、図８の有機発光表示装置に含まれている複数の画素（ＰＸ１～ＰＸｎ
）の回路図の一例であって、図８の有機発光表示装置に含まれる画素の構造を示している
。また、図１３は、前記図９～図１２の画素の駆動に対する信号タイミング図であって、
これを共に詳察することにより、図９～図１２の実施形態に係る画素回路図の動作過程を
説明することができる。
【０１２２】
　図９～図１２は、図８に示された表示部１０の複数の画素（ＰＸ１～ＰＸｎ）のうち、
ｎ番目画素行およびｍ番目画素列が定義する領域に備えられた画素（ＰＸｎ）３００に対
する互いに異なる実施形態に係る回路構造を示している。また、図９～図１２の画素はそ
れぞれ、６つのトランジスタと２つのトランジスタからなる画素駆動部と、１つのトラン
ジスタからなるバイパス部とで構成される。これらの実施形態において、各トランジスタ
は、説明の便宜上、ＰＭＯＳトランジスタとする。
【０１２３】
　まず、図９に示された画素３００－１は、画素駆動部３０２－１と有機発光ダイオード
（ＯＬＥＤ）と、その間に連結しているバイパス部３０３－１を含む。
【０１２４】
　画素駆動部３０２－１は、駆動トランジスタ（Ｔ１）、スイッチングトランジスタ（Ｔ
２）、閾値電圧補償トランジスタ（Ｔ３）、発光制御トランジスタ（Ｔ４、Ｔ５）、およ
び初期化トランジスタ（Ｔ６）と、ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）および第１キャパシ
タ（Ｃ１）で構成される。また、バイパス部３０３－１は、バイパストランジスタ（Ｔ７
）で構成される。
【０１２５】
　駆動トランジスタ（Ｔ１）は、第１ノード（ＮＤ１）に連結したゲート電極、第１発光
制御トランジスタ（Ｔ４）のドレイン電極が連結した第３ノード（ＮＤ３）に接続したソ
ース電極、および第２ノード（ＮＤ２）に連結したドレイン電極を含む。駆動トランジス
タ（Ｔ１）は、ｍ番目データ線（Ｄｍ）とスイッチングトランジスタ（Ｔ２）を通じて駆
動トランジスタのソース電極が接続する第３ノード（ＮＤ３）に印加される対応するデー
タ信号（Ｄ［ｍ］）によるデータ電圧の駆動電流（Ｉｄｒ）を生成し、ドレイン電極を通
じて有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）に伝達する。前記駆動電流（Ｉｄｒ）は、駆動トラ
ンジスタ（Ｔ１）のソース電極とゲート電極の間の電圧差に対応する電流であって、前記
ソース電極に印加されるデータ信号によるデータ電圧に対応して前記駆動電流（Ｉｄｒ）
が変わる。
【０１２６】
　スイッチングトランジスタ（Ｔ２）は、ｎ番目走査線（Ｓｎ）に連結したゲート電極、
ｍ番目データ線（Ｄｍ）に連結したソース電極、および駆動トランジスタ（Ｔ１）のソー
ス電極と第１発光制御トランジスタ（Ｔ４）のドレイン電極が共通で連結した第３ノード
（ＮＤ３）に接続したドレイン電極を含む。スイッチングトランジスタ（Ｔ２）は、ｎ番
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目走査線（Ｓｎ）を通じて伝達される対応する走査信号（Ｓ［ｎ］）に応答して画素の駆
動を活性化させる。すなわち、スイッチングトランジスタ（Ｔ２）は、走査信号（Ｓ［ｎ
］）に応答し、ｍ番目データ線（Ｄｍ）を通じて伝達されるデータ信号（Ｄ［ｍ］）によ
るデータ電圧を第３ノード（ＮＤ３）に伝達する。
【０１２７】
　閾値電圧トランジスタ（Ｔ３）は、ｎ番目走査線（Ｓｎ）に連結したゲート電極、駆動
トランジスタ（Ｔ１）のゲート電極とドレイン電極にそれぞれ連結した両端電極を含む。
閾値電圧トランジスタ（Ｔ３）は、ｎ番目走査線（Ｓｎ）を通じて伝達される対応する走
査信号（Ｓ［ｎ］）に応答して動作するが、駆動トランジスタ（Ｔ１）のゲート電極とド
レイン電極を連結することによって駆動トランジスタ（Ｔ１）をダイオード連結させ、駆
動トランジスタの閾値電圧を補償するようになる。
【０１２８】
　すなわち、駆動トランジスタ（Ｔ１）がダイオード連結すれば、駆動トランジスタ（Ｔ
１）のソース電極に印加されたデータ電圧から駆動トランジスタ（Ｔ１）の閾値電圧だけ
下降した電圧（Ｖｄａｔａ－Ｖｔｈ）が駆動トランジスタ（Ｔ１）のゲート電極に印加さ
れる。駆動トランジスタ（Ｔ１）のゲート電極はストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）の一電
極に連結しているため、電圧（Ｖｄａｔａ－Ｖｔｈ）はストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）
によって維持される。駆動トランジスタ（Ｔ１）の閾値電圧（Ｖｔｈ）が反映された電圧
（Ｖｄａｔａ－Ｖｔｈ）がゲート電極に印加されて維持されるため、駆動トランジスタ（
Ｔ１）に流れる駆動電流（Ｉｄｒ）は、駆動トランジスタ（Ｔ１）の閾値電圧による影響
を受けない。
【０１２９】
　第１発光制御トランジスタ（Ｔ４）は、ｎ番目発光制御線（ＥＭｎ）に連結したゲート
電極、第１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）の供給線に連結したソース電極、および第３ノード（
ＮＤ３）に連結したドレイン電極を含む。
【０１３０】
　第２発光制御トランジスタ（Ｔ５）は、ｎ番目発光制御線（ＥＭｎ）に連結したゲート
電極、第２ノード（ＮＤ２）に連結したソース電極、および有機発光ダイオード（ＯＬＥ
Ｄ）のアノード電極が連結した第４ノード（ＮＤ４）に接続したドレイン電極を含む。
【０１３１】
　前記第１発光制御トランジスタ（Ｔ４）と第２発光制御トランジスタ（Ｔ５）は、ｎ番
目発光制御線（ＥＭｎ）を通じて伝達されるｎ番目発光制御信号（ＥＭ［ｎ］）に応答し
て動作する。すなわち、前記第１発光制御トランジスタ（Ｔ４）と第２発光制御トランジ
スタ（Ｔ５）は、ｎ番目発光制御信号（ＥＭ［ｎ］）に応答してターンオンしたとき、第
１電源電圧（ＥＬＶＤＤ）から有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）の方向に駆動電流（Ｉｄ
ｒ）が流れるように電流経路を形成する。これにより、有機発光ダイオードが駆動電流（
Ｉｄｒ）に対応する発光電流（Ｉｏｌｅｄ）によって発光し、データ信号の映像が表示さ
れるようにする。
【０１３２】
　初期化トランジスタ（Ｔ６）は、ｎ－１番目走査線（Ｓｎ－１）に連結したゲート電極
、可変電圧（Ｖｖａｒ）供給線に連結したソース電極、および駆動トランジスタ（Ｔ１）
のゲート電極と閾値電圧補償トランジスタ（Ｔ３）の一電極が共通して連結した第１ノー
ド（ＮＤ１）に連結したドレイン電極を含む。初期化トランジスタ（Ｔ６）は、ｎ－１番
目走査線（Ｓｎ－１）を通じて伝達されるｎ－１番目走査信号（Ｓ［ｎ－１］）に応答し
、可変電圧（Ｖｖａｒ）供給線を通じて印加される可変電圧（Ｖｖａｒ）を第１ノード（
ＮＤ１）に伝達する。初期化トランジスタ（Ｔ６）は、該当の画素３００－１が含まれて
いるｎ番目画素行の直前の画素行に対応するｎ－１番目走査線に予め伝達されるｎ－１番
目走査信号（Ｓ［ｎ－１］）に応答することにより、画素駆動部３０２－１が活性化する
以前に可変電圧（Ｖｖａｒ）を初期化電圧にして第１ノード（ＮＤ１）に伝達してもよい
。このとき、可変電圧（Ｖｖａｒ）の電圧値は制限されないが、駆動トランジスタ（Ｔ１
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）のゲート電極電圧を十分に低めて初期化させることができるように、低いレベルの電圧
値を有するように設定してもよい。すなわち、ｎ－１番目走査信号（Ｓ［ｎ－１］）がゲ
ートオン電圧レベルで初期化トランジスタ（Ｔ６）のゲート電極に伝達される期間に、駆
動トランジスタ（Ｔ１）のゲート電極は初期化電圧によって初期化されてもよい。
【０１３３】
　ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）は、第１ノード（ＮＤ１）に連結した一電極と第１電
源電圧（ＥＬＶＤＤ）の供給線に連結した他電極を含む。ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ
）は、上述したように、駆動トランジスタ（Ｔ１）のゲート電極と第１電源電圧（ＥＬＶ
ＤＤ）の供給線の間に連結しているため、駆動トランジスタ（Ｔ１）のゲート電極に印加
される電圧を維持するようになる。
【０１３４】
　第１キャパシタ（Ｃ１）は、第１ノード（ＮＤ１）に連結した一電極とスイッチングト
ランジスタ（Ｔ２）のゲート電極に連結した他電極を含む。第１キャパシタ（Ｃ１）は、
一電極に初期化電圧として印加される可変電圧（Ｖｖａｒ）と、他電極が連結したスイッ
チングトランジスタ（Ｔ２）のゲート電極電圧の差に対応する電圧を格納してこれを維持
する。
【０１３５】
　また、バイパストランジスタ（Ｔ７）は、第２発光制御トランジスタ（Ｔ５）のドレイ
ン電極と有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のアノード電極が接続する第４ノード（ＮＤ４
）に共に連結したゲート電極とソース電極、および可変電圧（Ｖｖａｒ）の電源供給線に
連結したドレイン電極を含む。図８を参照すれば、バイパストランジスタ（Ｔ７）のゲー
ト電極とソース電極が第４ノード（ＮＤ４）に共通して接続している構造であるため、ゲ
ート－ソース間の電圧差は０Ｖであり、バイパストランジスタ（Ｔ７）は常にオフ状態と
なる。また、バイパストランジスタ（Ｔ７）のドレイン電極に可変電圧（Ｖｖａｒ）供給
線が連結するため、バイパストランジスタ（Ｔ７）がオフ状態で可変電圧（Ｖｖａｒ）の
設定電圧値によってバイパストランジスタ（Ｔ７）を通じてバイパス電流（Ｉｂｃｂ）が
流れるようになる。このとき、可変電圧（Ｖｖａｒ）の設定電圧値は特に制限されること
はないが、一例として、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のカソード電極電圧値である第
２電源電圧（ＥＬＶＳＳ）と同じであるか小さくてもよい。ブラック映像を表示するトラ
ンジスタの最小電流が駆動電流として流れる場合にも、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）
が発光するようになれば適切にブラック映像が表示されないため、前記トランジスタの最
小電流もバイパス電流（Ｉｂｃｂ）として有機発光ダイオード側の電流経路以外の電流経
路に分散されてもよい。ここで、トランジスタの最小電流とは、トランジスタのゲート－
ソース電圧（Ｖｇｓ）が閾値電圧（Ｖｔｈ）よりも小さく、トランジスタがオフする条件
における電流を意味する。このように、トランジスタをオフさせる条件における最小駆動
電流（例えば、１０ｐＡ以下の電流）が有機発光ダイオードに伝達され、ブラック輝度の
映像で表現される。
【０１３６】
　ブラック映像を表示する最小駆動電流が流れる場合、前記バイパス電流（Ｉｂｃｂ）の
迂回伝達の影響が大きい反面、一般映像またはホワイト映像のような映像を表示する大き
い駆動電流が流れる場合には、バイパス電流（Ｉｂｃｂ）の影響が殆どないと言える。し
たがって、ブラック映像を表示する駆動電流が流れる場合に、駆動電流（Ｉｄｒ）からバ
イパス部の経路を通じて抜け出たバイパス電流（Ｉｂｃｂ）の電流量だけ減少した有機発
光ダイオードの発光電流（Ｉｏｌｅｄ）は、ブラック映像を確実に表現することができる
水準で最小の電流量を有するようになる。
【０１３７】
　図９の画素３００－１回路図に基づいて図１３のタイミング図による駆動動作を説明す
れば、時系列的に画素が発光して映像を表示する駆動過程を知ることができるであろう。
【０１３８】
　時点ｔ１にｎ－１番目走査線を通して伝達される走査信号（Ｓ［ｎ－１］）がローレベ
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ルに変化し、時点ｔ１～時点ｔ２の期間にローレベルを維持する。このとき、ｎ番目走査
線を通じて伝達される走査信号（Ｓ［ｎ］）はハイレベルで維持される。また、このとき
、ｎ番目発光制御線を通じて伝達される発光制御信号（ＥＭ［ｎ］）は、ハイレベル電圧
で維持される状態である。
【０１３９】
　したがって、図９の画素３００－１で、前記走査信号（Ｓ［ｎ－１］）が伝達される初
期化トランジスタ（Ｔ６）がターンオンする。また、走査信号（Ｓ［ｎ］）が伝達される
スイッチングトランジスタ（Ｔ２）および閾値電圧補償トランジスタ（Ｔ３）がターンオ
フ状態であり、発光制御信号（ＥＭ［ｎ］）が伝達される第１発光制御トランジスタ（Ｔ
４）および第２発光制御トランジスタ（Ｔ５）もターンオフしている状態である。バイパ
ストランジスタ（Ｔ７）は、ゲートとソースが互いに同じ接続点に連結しており、ゲート
－ソース間の電圧差がないため、常にオフした状態を維持する。
【０１４０】
　以下、前記時点ｔ１～時点ｔ２の期間に、駆動トランジスタ（Ｔ１）のゲート電極が連
結した第１ノード（ＮＤ１）に初期化トランジスタ（Ｔ６）を通じて初期化電圧として可
変電圧（Ｖｖａｒ）が印加される。このとき、可変電圧（Ｖｖａｒ）は、駆動トランジス
タ（Ｔ１）のゲート電極電圧を初期化させることができる程度の電圧に設定されてもよい
。
【０１４１】
　前記時点ｔ１～時点ｔ２の期間に、ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）の一電極は第１ノ
ード（ＮＤ１）に連結しており、初期化電圧として可変電圧（Ｖｖａｒ）が前記一電極に
印加され、ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）の他電極にはハイレベルの第１電源電圧（Ｅ
ＬＶＤＤ）が印加されるため、前記時点ｔ１～時点ｔ２の期間にＥＬＶＤＤ－Ｖｖａｒに
該当する電圧値が格納される。
【０１４２】
　その後、時点ｔ２に走査信号（Ｓ［ｎ－１］）がハイレベルに転移し、時点ｔ３にｎ番
目走査線を通じて伝達される走査信号（Ｓ［ｎ］）がローレベルに変化し、時点ｔ３～時
点ｔ４期間にローレベルを維持する。このときにも、前記発光制御信号（ＥＭ［ｎ］）は
、依然としてハイレベル電圧で維持される。
【０１４３】
　時点ｔ３～時点ｔ４期間に初期化トランジスタ（Ｔ６）はターンオフし、前記走査信号
（Ｓ［ｎ］）が伝達されるスイッチングトランジスタ（Ｔ２）および閾値電圧補償トラン
ジスタ（Ｔ３）がターンオンする。これにより、駆動トランジスタ（Ｔ１）のソース電極
には、スイッチングトランジスタ（Ｔ２）を通じてデータ信号（Ｄ［ｍ］）によるデータ
電圧（Ｖｄａｔａ）が伝達され、駆動トランジスタ（Ｔ１）は閾値電圧補償トランジスタ
（Ｔ３）によってダイオード連結する。ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）の一電極に連結
した第１ノード（ＮＤ１）に維持される電圧は、駆動トランジスタ（Ｔ１）のゲート－ソ
ース電極間の電圧差に該当する電圧（Ｖｇｓ）であって、データ電圧（Ｖｄａｔａ）で駆
動トランジスタ（Ｔ１）の閾値電圧（Ｖｔｈ）だけ下降した電圧値（Ｖｄａｔａ－Ｖｔｈ
）である。ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）は、両電極にかかる電圧差に対応する電圧を
格納および維持する。
【０１４４】
　また、時点ｔ４に走査信号（Ｓ［ｎ］）がハイレベルに遷移すれば、スイッチングトラ
ンジスタ（Ｔ２）および閾値電圧補償トランジスタ（Ｔ３）がターンオフし、第１ノード
（ＮＤ１）の電圧は再びフローティング（ｆｌｏａｔｉｎｇ）する。
【０１４５】
　時点ｔ５にｎ番目発光制御線を通じて伝達される発光制御信号（ＥＭ［ｎ］）がローレ
ベルに変わる。
【０１４６】
　これにより、発光制御信号（ＥＭ［ｎ］）が伝達される画素３００－１の第１発光制御
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トランジスタ（Ｔ４）および第２発光制御トランジスタ（Ｔ５）はターンオンし、前記時
点ｔ３～時点ｔ４のスキャンおよびデータ記入期間にストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）に
格納されたデータ信号によるデータ電圧の駆動電流（Ｉｄｒ）が有機発光ダイオード（Ｏ
ＬＥＤ）に伝達されて発光する。
【０１４７】
　具体的に、前記駆動電流（Ｉｄｒ）を算出するための対応する電圧は、駆動トランジス
タ（Ｔ１）の閾値電圧（Ｖｔｈ）の影響が排除されたＥＬＶＤＤ－Ｖｄａｔａとなる。
【０１４８】
　もし、前記駆動電流（Ｉｄｒ）がブラック輝度映像を表示するための最小電流として伝
達される場合、ブラック輝度映像を正確に表示するために、常にオフの状態である前記バ
イパストランジスタ（Ｔ７）を通じて微細な少量のバイパス電流（Ｉｂｃｂ）が迂回的に
流れるようになる。これにより、駆動電流（Ｉｄｒ）からバイパス電流（Ｉｂｃｂ）だけ
抜け出た残りの電流（Ｉｄｒ－Ｉｂｃｂ）が発光電流（Ｉｏｌｅｄ）として有機発光ダイ
オード（ＯＬＥＤ）からブラック輝度の光として放出するようになる。バイパストランジ
スタ（Ｔ７）を通じた一部電流の経路迂回の過程は、ブラック輝度映像だけでなく、多様
な輝度で表示される映像信号に対しても同じであるが、ホワイト輝度を含む多様な輝度の
映像を表示するための駆動電流（Ｉｄｒ）はその電流量が大きいため、ブラック輝度映像
でのようにバイパス電流（Ｉｂｃｂ）の影響が大きくない。
【０１４９】
　一方、図１０に示す図８の有機発光表示装置に含まれる画素３００－２の構造も、図９
の実施形態と大きく異ならない。
【０１５０】
　図１０の画素３００－２は、図９の画素駆動部と同じ回路素子と回路構造を有する画素
駆動部３０２－２および有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を含んでおり、バイパス部３０
３－２のバイパストランジスタ（Ｔ１７）の連結だけが図９のバイパス部と相違する。
【０１５１】
　すなわち、バイパストランジスタ（Ｔ１７）のゲート電極は、初期化トランジスタ（Ｔ
１６）のゲート電極と共にｎ－１番目走査線（Ｓｎ－１）に連結している。
【０１５２】
　バイパストランジスタ（Ｔ１７）のソース電極は、第２発光制御トランジスタ（Ｔ１５
）のドレイン電極と有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のアノード電極が共通して接続する
第４ノード（ＮＤ１４）に連結している。また、バイパストランジスタ（Ｔ１７）のドレ
イン電極は、可変電圧（Ｖｖａｒ）の電源供給線に連結する。
【０１５３】
　図１０のような構造を有する画素の場合、図１３を参照しながら動作過程を詳察すれば
、時点ｔ１～時点ｔ２の初期化期間にｎ－１番目走査線（Ｓｎ－１）を通じて伝達される
ｎ－１番目走査信号（Ｓ［ｎ－１］）のローレベル電圧により、初期化トランジスタ（Ｔ
１６）と共にバイパストランジスタ（Ｔ１７）がターンオンする。これにより、初期化ト
ランジスタ（Ｔ１６）を通じて駆動トランジスタ（Ｔ１１）のゲート電極電圧を初期化さ
せることができる水準の電圧レベルに調整された可変電圧（Ｖｖａｒ）を第１ノード（Ｎ
Ｄ１１）に伝達する。
【０１５４】
　一方、時点ｔ１～時点ｔ２の期間を除いた残りの期間にｎ－１番目走査信号（Ｓ［ｎ－
１］）がハイレベル電圧に変化して維持されるため、バイパストランジスタ（Ｔ１７）は
ターンオフする。また、該当の画素３００－２が活性化してデータ信号による電圧が伝達
されて発光する間に、前記ターンオフしたバイパストランジスタ（Ｔ１７）を通じて微細
電流量を有するバイパス電流（Ｉｂｃｂ）が迂回して流れることにより、画素がブラック
映像を表示するようになるときに明確なブラック輝度を実現するようにできる。
【０１５５】
　図１１の実施形態に係る画素３００－３は、図１０の画素３００－２と同じ構造を有す
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るが、バイパストランジスタ（Ｔ２７）のゲート電極がｎ番目走査線（Ｓｎ）に連結する
という差がある。
【０１５６】
　したがって、図１１の画素３００－３の駆動過程を、図１３を参照しながら説明すれば
、図１０の画素駆動と大きな差はないが、ｎ番目走査線（Ｓｎ）を通じて伝達される走査
信号（Ｓ［ｎ］）に応答してバイパストランジスタ（Ｔ２７）が開閉する。したがって、
駆動トランジスタ（Ｔ２１）の初期化過程が終わった後、時点ｔ３～時点ｔ４の期間に走
査信号（Ｓ［ｎ］）がローレベル電圧に伝達されれば、スイッチングトランジスタ（Ｔ２
２）と共にバイパストランジスタ（Ｔ２７）がターンオンする。
【０１５７】
　図１１の実施形態によれば、この期間にスイッチングトランジスタ（Ｔ２２）を通じて
データ信号によるタ電圧が駆動トランジスタ（Ｔ２１）ソース電極に伝達され、駆動トラ
ンジスタ（Ｔ２１）が対応する駆動電流（Ｉｄｒ）を生成して有機発光ダイオード側に伝
達されるようになる。このとき、ターンオンしたバイパストランジスタ（Ｔ２７）を通じ
てバイパス電流（Ｉｂｃｂ）が迂回経路に流れるようになれば、発光電流（Ｉｏｌｅｄ）
の損失が大きくなり、画質が大きく低下するようになる。したがって、時点ｔ３～時点ｔ
４の期間にバイパストランジスタ（Ｔ２７）のドレイン電極に連結した可変電圧（Ｖｖａ
ｒ）は、バイパス電流（Ｉｂｃｂ）が流れないように所定の電圧レベル以上に高く設定さ
れなければならない。一例として、少なくとも有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のカソー
ド電極が連結した第２電源電圧（ＥＬＶＳＳ）よりも高く設定されることにより、バイパ
ス電流（Ｉｂｃｂ）が可変電圧（Ｖｖａｒ）供給源側に移動しないようにしなければなら
ない。
【０１５８】
　また、時点ｔ３～時点ｔ４の期間以外の期間では、バイパストランジスタ（Ｔ２７）の
ゲート電極に伝達される走査信号（Ｓ［ｎ］）がハイレベル電圧で伝達されるため、バイ
パストランジスタ（Ｔ２７）がターンオフする。バイパストランジスタ（Ｔ２７）がター
ンオフする期間、時点ｔ５以後の期間に発光制御信号（ＥＭ［ｎ］）がローレベルに伝達
され、駆動トランジスタ（Ｔ２１）から有機発光ダイオード（ＯＥＬＤ）側に駆動電流（
Ｉｄｒ）の伝達経路が形成される。これにより、バイパストランジスタ（Ｔ２７）のドレ
イン電極に連結した可変電圧（Ｖｖａｒ）とソース電極電圧の間の電圧差（Ｖｄｓ）に対
応し、駆動電流（Ｉｄｒ）から一部バイパス電流（Ｉｂｃｂ）が可変電圧（Ｖｖａｒ）供
給源側に迂回して流れるようになる。
【０１５９】
　前記駆動電流（Ｉｄｒ）がブラック輝度映像を表示する電流値に対応する場合、そのう
ちのバイパス電流（Ｉｂｃｂ）の微細電流量が迂回して抜け出るため、有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ）から直接放出する光の輝度は、Ｉｄｒ－Ｉｂｃｂの電流値を有する発光電
流（Ｉｏｌｅｄ）に対応する。これにより、高効率の有機発光材料を有する有機発光ダイ
オードであっても、前記発光電流（Ｉｏｌｅｄ）によってブラック輝度映像を明確に実現
することができる。
【０１６０】
　一方、図１２の実施形態に係る画素３００－４は、図１１の画素３００－３と同じ構造
を有するが、バイパストランジスタ（Ｔ３７）のゲート電極がＤＣ電圧供給源に連結する
という差がある。
【０１６１】
　すなわち、図１２のバイパス部３０３－４はバイパストランジスタ（Ｔ３７）で構成さ
れるが、バイパストランジスタ（Ｔ３７）は、第４ノード（ＮＤ３４）に連結したソース
電極と、可変電圧供給源に連結したドレイン電極と、ＤＣ電圧供給源に連結したゲート電
極を含む。したがって、図１３の駆動タイミング図による画素の構成素子の動作と関係な
く、常に前記ＤＣ電圧供給源から所定の直流電圧が伝達されるようになる。このとき、Ｄ
Ｃ電圧は、バイパストランジスタ（Ｔ３７）を常にオフさせることができる所定のレベル
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電圧であって、図１２の実施形態では画素がＰＭＯＳトランジスタで構成されるため、前
記ＤＣ電圧は所定のハイレベル電圧であってもよい。
【０１６２】
　これにより、トランジスタオフレベルの直流電圧がゲート電極に伝達されるようになる
ことにより、バイパストランジスタ（Ｔ３７）が常にオフとなり、オフした状態で駆動電
流（Ｉｄｒ）からバイパス電流（Ｉｂｃｂ）を迂回経路に抜け出るようにする。
【０１６３】
　このように、図９～図１２のような実施形態の画素３００－１、３００－２、３００－
３、３００－４を含む有機発光表示装置は、正確なブラック輝度映像を実現することがで
きるように制御するバイパス部により、コントラスト比が向上した優れた画質特性を有す
るようになる。
【０１６４】
　以上、本発明の具体的な実施形態と関連して本発明を説明したが、これは例示に過ぎず
、本発明はこれに制限されることはない。当業者は本発明の範囲を逸脱せずに説明された
実施形態を変更または変形してもよく、このような変更または変形も本発明の範囲に属す
る。また、明細書で説明した各構成要素の物質は、当業者が公知された多様な物質から容
易に選択して代替してもよい。また、当業者は、本明細書で説明された構成要素のうちの
一部を性能の劣化なく省略したり性能を改善するために構成要素を追加してもよい。これ
だけでなく、当業者は、工程環境や装備に応じ、本明細書で説明した方法段階の順序を変
更してもよい。したがって、本発明の範囲は、説明された実施形態ではなく、特許請求の
範囲およびその均等物によって決定されなければならない。
【符号の説明】
【０１６５】
１０：表示部
２０：走査駆動部
３０：データ駆動部
４０：電源供給部
５０：制御部
６０：ゲート駆動部
７０：発光制御駆動部
１００、２００、３００：画素
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